
3。 モ ジュール のマ ウ ン ト方法 と実験 す る回路 につ いて

モジュールを一番簡単な方法で使用したいのですが、

普通のパヮーモジュールのような放熱フィンと取付部

分がないので、鋼板を利用して第 1図 のような方法で

モジュールをマウントしました。
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放熱のフィンとして、 1.5En厚42×13m程 度の鋼板

を用意します。 ここで1.511u厚としたのは、ガラスエ

キポシプリント基板の厚 さに合わせるためてす。この

フィンにパ ヮーモジュールを取 り付けるわけですが、

動作中には107程度の電力を消費させる事になるため、

放熱には充分注意が必要です。私は、10o7程度のハ ン

ダごてを用意し、多量のハンダを流 し込み、取付を行
いました。 このモジュールは中央の底部分が0.:I El程

1 2GHを 入力

度持ち上が り、フィンに密着しない構造なので、この

空間にハンダを流し込み、熱伝導を良 くしようと考え
ました。フィンに取 り付けたモジュールは、従来のパ

ワーモジュールの様に放熱板にネジ止めして使用しま

す。

次に実験する回路ですが、FETモ ジュールなので、
ゲー ト用のマイナス電源とゲー トにマイナスを印加後、
ドレインにプラス電圧を遅れて加える回路が必要とな
ります。私は、」EIAAH高見沢氏の回路を参考に、第 2
図の回路を作 りました3

ゲー トパィァスは、まず二12 かヽら78L05により+5V

を作 り、次にICL7660で-5Vを 発生させます。この-5V

を3KQの半固定抵抗によリドロップさせ、規定値の-4V

を3ピ ン・5ピ ンにそれぞれ加えています。
FETの 場合、ゲー トを印加後 ドレインを加えない

と破壊される事があるため、注意が必要です。この回

路ではゲー ト電圧は常時印加する様にし、 Tx oNス イ

ッチを入れた時初めて ドレイン電圧が印加される様に

しました。

ドレイン電圧は、 LM317Tにより+12Vを +6Vに ドロ

ップさせ、使用 しています。何らかの原因でゲー ト用
-5Vが なくなった時、LM317Tの3ピ ンをアースに落と

し、 ドレインに供給する2ピ ンの出力を約1.5Vに低下
させる保護回路 も設けました。

この保護回路は、ドレイン電圧が+10V程度のFET

には大変有効ですが、FA01317Aの動作電圧は通常時+

6Vと低いので、保護回路が動作 して+15Vに 低下して

もかなりの ドレイン電流 (05A)が 流れるので、注意
が必要です。しかし、この程度ではまずFETは 破壊
されないと思われるので、一応安心です。
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